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(57) Изобретение относится к -электрон-
ной технике, в частности к материалам
электронной техники, и может быть
использовано в тонкопленочьой техно-
логии при изготовлении тонкопленочных

резисторов, интегральных схем и По-
лупроводниковых приборов. Цепью изоб-
ретения является расширение диапазо-
на значений удельного сопро І явления
в пысокоомную область. Для этого в
материале для изготовления •юнкопле-
ночных резисторов, включающем мэем-
иии, хром, марганец, исходные кимпо-
нен гы взяты в следующем колір.естгем-
ном соотношении, м а е " : хром 35,0-
43,4; марганец 5,1-1^,4; коемний -
остальное, в результате чего t <. жне
;юпучить высокоомные тонкопленочные
резисторы в более широком диапізоне
удельно поверхностных сопроТі'впений
при сохранении низкий значении ТКС,
1 габл.

Изобретение относится к электрон-
ной технике, в частности к материа-
лам электронной техники, и может быть
;испольяояано в тонкопленочной тех-
нологии при изготовлении тонкопленоч-
НЫУ резисторов, интегральных схем и
полупроводниковых приборов.

Целью изобргтения является расши-
рение диапазона значений удельного
сопротивления в высокоомную область.

РеяистирныГ' материал получают мето-
дом порошковой металпургии в процес-
се твердофазного, высокотемператур-
ного взаимодействия порошковых гме-
СШІ кремния, хрома и марганиа в ваку-
умной печи (давление в реакционной
камере печи не допжчо превышать 3 х

Па) при температуре 1100°С в
течение h ч .

Материал появолЙОТ попучч^ь
пленочные резистивные элементы с
удельным поверхностным сопротивлением
17-85 кОм/П при Т*С, равном П О -
70)•10" град"'методами термическоїо
испарения в вакууме или ионно-іЕназ-
кеиного распыления с высокой воспро-
изводимостью параметров. Эти г а р а -
ме^ры достигаютгя за счет образова-
ния твердого раствора высшего с и -
лицида марганца в цисилиичце >.ромз.
Замещение атомов хрома атомами мар-
ганца в решетке ді» силицид а хрома прч-
водит к изменению его элех'1 рпнного
строения, что в свою очередь сопро-
вождается изменением типа проводимос
ти і* увеличением удельного электро-
сопротивпе шч . Постоянство кр^стз"]-
лической структуры твердого рагтжгра
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в широкой концентрационной области
гарантирует высокую воспроизводимость
параметров пленок независимо от мето-
да напыления и от процесса к процес-
су, а также высокую температурно-
временную стабильность тонкопленоч-
ных резисторов (0,ї-0,2%).

Составы реэистивного материала
и характеристики изготовленных из
них резисторов представлены в табли-
це. "

Объемное удельное электросопротив-
ление измеряли с помощью четырехзон-
дового компенсационного метода на
постоянном токе по ГОСТ 25947-83.
Толщину напыленных резистивных пле-
нок определяли на интерферометре
Линника МИИ-4, Удельное поверхност-
ное сопротивление определяли по ГОСТ
21342.20-78. ТКС определяли по ГОСТ
21342-15-78. Стабильность параметров
(уход сопротивления за 1000 ч работы
при 125°С) определяли по ГОСТ 16962-
-71.
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Полученные данные представлены в
таблице.

Из приведенных данных следует,что
предлагаемый материал позволяет по-
лучить высокоомные тонкопленочные ре-
зисторы в более широком диапазоне
удельно поверхностных сопротивлений
при сохранении низких значений ТКС,
что дает возможность создания пре-
цизионных высокоомных тонкопленочных
резисторов.
Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Материал для изготовления тонко-
пленочных резисторов, включающий
кремний, хром, марганец, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что, с целью
расширения диапазона значений удель-
ного сопротивления в высокоомную об-
ласть, исходные компоненты взяты в
следующем количественном соотношении,
мас.%:

Хром 35,0-43,4
Марганец 5,1-14,4
Кремний Остальное

Состав резистивного

Хром

43,9

43,4

39,7

37,9

v
 35,0

34,1

Прототип
15

10

5

мас.%

Марганец

4,6

5,1

9,2

11,3

14,4

15,4

35

40*

45

материала,

Кремний

51,5

51,5

51,1

50,8

50,6

50,5

60

50

40

Удельное
электро-
сопротив-
ление,
мкОм.см

4900

7300

41000

30000

20000

3000

-

Характеристика тонкопленочных ре-

Толщина

пленки,

нм

50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100

•

s
 40

1
 200

40
200
40
200

зисторов

Удельное

поверхи.
сопротив-
ление ,

кОм/D

9,5

4,3
17,0
8,4
85,0
43,0
71,0
33,0
40,0
21,0

5,0
* 2,7

9,8
0,2
12,0

0,3
10,5
0,3

Темпера-

турный
коэф.со-
прет. ,
10'

6
, град'

14,0
11,0
18,0
10,0
72,0
24,0
56,0
15,0
18,0
13,0

150,0
120,0

30,0
60,0
20,0
50,0
20,0
50,0

Стабиль

ность,

Z

0,2

0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2

0,1
0,2
0,1

t,3
2,2

0,2
0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
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